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【研究背景】

低温連続堆積で形成した Ge/C/Si(100)構造を

650°C の熱処理により固相成長し、高密度 Ge 

量子ドット(QD)を自己組織的に形成した[1, 2]。

しかし、CMOSプロセスとの親和性の向上には、

形成プロセスを 400°C 程度にまで低温化する

ことが望ましい。本研究では、高温固相成長過

程の排除に向けて、成長温度 400°Cにおけるカ

ーボン(C)媒介 Ge QD形成を検討した。

【実験方法】

試料は固体ソースMBE装置によって作製した。

Ge(1 nm)/C/Si(100) 構造を、Ge 堆積速度 1 

nm/min、成長温度 400°Cで連続的に堆積した。

Ge QD の粒径と密度を AFM、結晶性を XRD

により評価した。

【結果と考察】

C媒介無しとC被覆量(CC) = 0.25, 0.50, 0.75 ML

における Ge QDの AFM像を Fig. 1に示す。C

被覆量が多いCC = 0.5, 0.75 MLではQDが形成

されなかったのに対して、CC = 0.25 MLでは高

密度な QD形成を確認した。平均粒径と密度は

それぞれ 10.2 nmと 5.9 × 1011 cm-2で、RHEED

の双晶パターンからエピタキシャル成長を確

認した。C媒介無しと CC = 0.25 MLにおける

Ge QDの in-plane XRDスペクトル(Si(220)ピー

ク強度で規格化)を Fig. 2に示す。C媒介無しで

はSi/Ge界面ミキシングを反映したブロードな

ピークが 45 - 47°付近に見られたが、CC = 0.25 

MLでは Si/Ge界面ミキシングの抑制により、

45 - 46°付近に Ge(220)ピークを確認した。以上

より、400°Cの低温で C媒介により Si/Ge界面

ミキシングを抑制した高密度 QD の形成を確

認した。
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Fig. 1. AFM images of Ge QDs without C and for 

CC = 0.25, 0.50, and 0.75 ML.

Fig. 2. In-plane XRD diagrams of Ge QDs without C 

and for CC = 0.25 ML.

第77回応用物理学会秋季学術講演会 講演予稿集 (2016 朱鷺メッセ (新潟県新潟市))16p-D61-8 

© 2016年 応用物理学会 13-311


